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図面出典：岡田、他、産総研

FET: Field Effect Transistor
GAA: Gate All Around
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トランジスタ構造の変遷のまとめ

・GateプロセスはPoly-Si-Gate/SiO2絶縁膜の
Gate-Firstから
Metal Gate/High-kを用いた
セルフアラインGate-Lastへ進化。

(電気的ゲート絶縁膜薄膜化しつつゲートリーク低減、
ゲート配線抵抗低減、Gate-S/Dセルフアライン、等のため)

・トランジスタ構造はPlanarFETからFinFET(立体化)、
ナノシートGAAFET(積層化)へと進化。

(ゲートのチャネル制御力を高め、微細化と高駆動力化のため)

・GAAFETはFinFETの発展形であり、両者の
プロセスは類似する点が多い。
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